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緑色 GaInN量子井戸を有する LEDやレーザーでは、分極電荷の存在により電子のオーバーフロ

ーが懸念される。一方、下部にトンネル接合を用い、基板側に p 層、表面側に n 層を有する逆構

造 LEDにより、電子のオーバーフロー抑制が期待できる。現状、下部トンネル接合は上部トンネ

ル接合に比べ駆動電圧（100 A/cm2時）が 2 V程度高く[1]、さらなる低抵抗化が必要である。本検

討では、低抵抗上部トンネル接合の Mg・Si プロファイル（SIMS）に近い下部トンネル接合の形

成を目指し、高Mg添加 GaNの成長温度を変化させ、そのプロファイルと電気的特性を評価した。 

Fig. 1に、作製した下部および上部トンネル接合（TJ）を有する GaN pnダイオード（npn構造）

を示す。上部トンネル接合では、高 Mg 添加 GaN 上の高 Si 添加 GaN の成長温度を 710℃にする

ことで、Mg偏析を抑制している。今回、下部トンネル接合 npn 構造では、高 Si添加 GaN上の高

Mg 添加 GaNの成長温度が 710℃、あるいは 1050℃の 2 種類を用意した。Fig. 2 に、上記 3つのト

ンネル接合部における Mg・Si プロファイルを示す。710℃の場合は、上部トンネル接合の Mg・

Siプロファイル[2]に近いものが得られ、一方で、1050℃の場合は、オーバーラップ領域が約 2 倍

に広がっていることがわかった。Fig. 3に、この 3 つのトンネル接合 npn 構造の J-V特性を示す。

電流密度 100A/cm²時の駆動電圧に着目すると、下部トンネル接合では、710℃で 5.2 V、1050℃で

は 4.2 Vであった。参考文献[1]の駆動電圧 4.5 V（100 A/cm²時）よりも低い値が得られた。一方、

上部トンネル接合の場合、3.8 Vであった。下部トンネル接合において、低抵抗化をもたらすMg・

Siプロファイルは上部トンネル接合のプロファイルとは大きく異なることが示唆された。 
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Fig. 1 Sample structures Fig. 2 Mg・Si profiles 

 

Fig. 3 J-V characteristics 
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